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ทรานซิสเตอร์กาํลงั
(POWER  TRANSISTOR)



Power Transistor

เป็นอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์สารกึÉงตวันาํ ทีÉประกอบดว้ย

รอยต่อพีเอน็ (P-N Junction) สองรอยต่อคือ รอยต่อเบสกบัอิมิเตอร์

และรอยต่อเบสกบัคอลเลคเตอร์ มี ś ขัÊว คือ ขัÊวเบส (Base : B)

ขัÊวอิมิตเตอร์ (Emitter : E)  และขัÊวคอลเลคเตอร์ (Collector : C)

 เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์จะทาํงานไดต้อ้งป้อนกระแสทีÉขัÊว

เบส เพืÉอใหเ้กิดการเปลีÉยนแปลงของกระแสทีÉขัÊวคอลเลคเตอร์

และมีพิกดัการทนแรงดนัไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าสูงๆ 



โครงสร้างและสัญลกัษณ์   Power Transistor
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Power Transistor แบ่งได ้Ś ชนิดคือ
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การจัดไบอสัให้กบั  Power Transistor

การไบอสั (Biasing) หมายถึง 

การกาํหนดค่าแรงดนัและกระแสทางไฟฟ้ากระแสตรงใหก้บัอุปกรณ์ทาง

อิเลก็ทรอนิกส์เพืÉอใหท้าํงานตามตอ้งการ

จากคุณสมบติัของทรานซิสเตอร์ทีÉทาํมาจากสารเจอรมันเนียม 

มีค่าแรงดนัตกคร่อม                       ทาํมาจากสารซิลกิอนมีค่า

                                (ทีÉ Śŝ องศาเซลเซียส)

BEV0.3 V�
BEV0.7 V�



แสดงการทาํงานของทรานซิสเตอร์แบบ NPN

เวลาใชง้านเมืÉอทรานซิสเตอร์แต่ละตวัตอ้งการกระแสไม่เท่ากนัหรือจุดทาํงานแ

ตกต่างกนัไปแลว้แต่เบอร์ของทรานซิสเตอร์ 

จึงจาํเป็นทีÉแหล่งจ่ายจะตอ้งเปลีÉยนแปลงตามไปดว้ย 

แต่เวลาใชง้านจริงจะใชแ้หล่งจ่ายหลาย ๆ ภาค 

กจ็ะเป็นการสิÊนเปลืองโดยใช่เหตุ 

จึงจาํเป็นตอ้งมีการจดัการทาํงานใหก้บัทรานซิสเตอร์หรือทีÉเรียกวา่ 

การจดัไบอสัทรานซิสเตอร์



                 

-  การไบอสัแบบคงทีÉ (Fixed Biasing)

-  การไบอสัแบบป้อนกลบั (Self Biasing)

-  การไบอสัแบบสเตบิไลซ์ (Stabilize Biasing)

การไบอสัทรานซิสเตอร์แบ่งออกเป็น ś แบบคือ



การใช้Power Transistor เป็นสวติซ์

เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์มีคุณสมบติัทีÉสามารถปิด – เปิดวงจรไฟฟ้าได ้

ซึÉ งจะถูกกาํหนดการทาํงานทีÉในยา่นอิÉมตวัและยา่นคทัออฟ ความเร็วในการ

เปิด -  ปิด วงจรทรานซิสเตอร์จะเร็วกวา่ไทริสเตอร์มากดงันัÊนมนัจึงถูก

นาํไปใชใ้นวงจร ดีซี ทู ดีซี คอนเวอร์เตอร์ และ เอซี ทู เอซี คอนเวอร์เตอร์ 



ตวัอย่างวงจร Switch Power Transistor
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การต่อ Power Transistor แบบดาร์ลงิตนั

การต่อแบบดาร์ลิงตนัจะช่วยเพิÉมอตัราการขยายกระแสใหสู้งขึÊน คือ β = β1β2  
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การป้องกนั  Power Transistor

กรณีทีÉใชโ้หลดเป็นขดลวดการป้องกนัใหต่้อไดโอด D1 

ขนานกบัขดลวดเพืÉอลดัวงจรแรงดนัไฟฟ้าเหนีÉยวนาํทีÉเกิดจาก

ขดลวด

RB Vout

D1



การตรวจสอบ Power Transistor

ใชว้ิธีการเช่นเดียวกบั การตรวจสอบทรานซิสเตอร์ธรรมดาทัÉวๆ ไป



แบบฝึกหัดท้ายบท

1. การไบอสัทรานซิสเตอร์มีกีÉแบบอะไรบา้งใหเ้ขียนวงจรประกอบ

และวิธีการหาสมการทางดา้นอินพตุและเอาตพ์ตุพร้อมบอกขอ้ดี

ขอ้เสียของแต่ละวงจร

2. จงเขียนวิธีการตรวจสอบ Power Transistor มาอยา่งละเอียด

โดยใหเ้ขียนรูปภาพประกอบ

3. จงเขียนลาํดบัการใช ้หนงัสือ ECG โดยใหย้กตวัอยา่งเบอร์

ทรานซิสเตอร์ทีÉตอ้งการหาขาเบอร์ MJ2955 วาดรูปตาํแหน่งขา

ใหช้ดัเจน
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